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产品特点

 低功耗工作

@5 V 供电下

每通道最大 1.0mA@0 Mbps to 2 Mbps

每通道最大 3.5mA@10 Mbps

每通道最大 31mA@90 Mbps

@3 V 供电下

每通道最大 0.7mA@0 Mbps to 2 Mbps

每通道最大 2.1mA@10 Mbps

每通道最大 20mA@90 Mbps

 双向通信

 3 V/5 V 电平转换

 工作温度最高可达： 125 ℃

 高数据速率： dc 至 90 Mbps (NRZ)

 精密时序特性

 高共模瞬变抗扰度： >25 kV/μs

 输出启用功能

产品应用

 通用多通道隔离

 SPI 接口/数据转换器隔离

 RS-232/RS-422/RS-485 收发器

 工业现场总线隔离

 汽车系统

产品描述

CBMuD1400/CBMuD1401/CBMuD1402 是采用 4/0 通道方向性的四通道数字隔离器。这些隔离器

件将高速 CMOS 与单芯片空芯变压器技术融为一体，具有优于光耦合器等替代产品的出色性能特征。

此系列产品不用 LED 和光电二极管，因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 数字接口和稳定

的性能特征，可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等

问题。不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外，在信号数据速率相当的情况下，该系列产品的功耗只

有光耦合器的 1/10 至 1/6。

CBMuD1400/CBMuD1401/CBMuD1402 系列隔离器提供四个独立的隔离通道，支持多种通道配置

和数据速率。所有型号均可采用 2.7 V 至 5.5 V 电源电压工作，与低压系统兼容，并且能够跨越隔离栅实

现电压转换功能。 此外，CBMuD1400/CBMuD1401/CBMuD1402 具有低脉冲宽度失真和严格的通道

间匹配特性。

与其它光耦合器不同，CBMuD1400/CBMuD1401/CBMuD1402 隔离器具有刷新特性，可确保不

存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。
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引脚分配

图 1. WSOP16 引脚分配

表 1. 引脚描述

Table 1. Pin description

引脚名称

引脚编号

(CBMuD14

00)

引脚编号

(CBMuD1

401)

引脚编号

(CBMuD1

402) 引脚描述

VDD1 1 1 1 隔离器 1 的电源电压.

GND1 2,8 2,8 2,8 地 1.

VIA 3 3 3 逻辑输入 A.

VIB 4 4 4 逻辑输入 B.

VIC 5 5 12 逻辑输入 C.

VID 6 11 11 逻辑输入 D.

VE1 -- -- 7 输出启用 1。活动高逻辑输入。当 VE1 为高电平或断开

连接时，启用 VOD 输出。当 VE1 为低电平时，VOD 被禁

用。在嘈杂的环境中，建议将 VE1 连接到外部逻辑高电

平或低电平。

NC 7 -- -- 无连接.
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GND2 9,15 9,15 9,15 地 2

VE2 10 10 10 输出启用 2。活动高逻辑输入。当 VE2 为高电平或断

开连接时，VOA、VOB、VOC 和 VOD 输出被启用。当 VE2

为低电平时，VOA、VOB、VOC 和 VOD 输出被禁用。在

嘈杂的环境中，建议将 VE2 连接到外部逻辑高电平或低

电平。

VOD 11 6 6 逻辑输出 D.

VOC 12 12 5 逻辑输出 C.

VOB 13 13 13 逻辑输出 B.

VOA 14 14 14 逻辑输出 A.

VDD2 16 16 16 隔离器 2 的电源电压。

功能框图

图 2. CBMuD1400 图 3. CBMuD1401
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图 4. CBMuD1402

表 2. 真值表

VIX 输入 VEX 输入 VDDI 状态 VDDO 状态 VOX 输出 注释

H H 或 NC 上电 上电 H 关

L H 或 NC 上电 上电 L 开

X L 上电 上电 Z --

X H 或 NC 下电 上电 H VDDI 电源恢复后 1μs 内，输出返回输

入状态

X L 下电 上电 Z -

X X 上电 下电 不定的 VDDI 电源恢复后 1μs 内，输出返回输

入状态



- 7 -

CBMuD1400/CBMuD1401/CBMuD1402
操作手册

www.corebai.com专 芯 发 展 • 用 芯 服 务 • 创 芯 未 来

绝对最大额定值 (1)

 电源电压 (VDD1, VDD2) : −0.5 V 至 +7.0 V

 输入电压 (VIA, VIB, VIC, VID, VE1, VE2) :

−0.5 V to VDDI + 0.5 V

 输出电压 (VOA, VOB, VOC, VOD) : −0.5 V 至

VDDO + 0.5 V

 每个引脚的平均输出电流 :

隔离器 1 左侧 (IO1) : −18 mA 至 +18 mA

隔离器 2 右侧 (IO2) : −22 mA 至 +22 mA

 存储温度范围 : −65°C 至 +150°C

 工作温度(TA)1 : −40°C to + 105°C

 共模瞬态: −100 kV/μs 至 +100 kV/μs

 最大持续工作电压

（1）交流电压，双极波形 : 565V peak

（2）交流电压，单极波形

基本绝缘 : 1131V peak

加强绝缘 : 560V peak

（3）直流电压

基本绝缘 : 1131V peak

加强绝缘 : 560V peak
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电气特性

除非另有说明，4.5V≤VDD1≤5.5V，4.5V≤VDD2≤5.5V；所有典型规格均为 TA=25°C、VDD1=VDD2=5V。

表 3.

参数 符号
TA=+25℃

测试条件 单位
最小值 典型值 最大值

直流规格

每个通道的输入静态电流 IDDI (Q) -- 0.50 0.53 mA

每个通道的输出静态电流 IDDO(Q) -- 0.19 0.21 mA

CBMuD1400 四通道总电源

电流

VDD1 电源电流，直流 2 Mbps IDD1(Q) -- 2.2 2.8 直流 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流，直流 2 Mbps IDD2(Q) -- 0.9 1.4 直流 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 10 Mbps IDD1(10) -- 8.6 10.6 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 10 Mbps IDD2(10) -- 2.6 3.5 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 90 Mbps IDD1(90) -- 70 100 45 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 90 Mbps IDD2(90) -- 18 25 45 MHz 逻辑信号频率. mA

CBMuD1401 四通道总电源

电流

VDD1 电源电流，直流 2Mbps IDD1(Q) -- 1.8 2.4 直流 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流，直流 2Mbps IDD2(Q) -- 1.2 1.8 直流 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 10 Mbps IDD1(10) -- 7.1 9.0 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 10 Mbps IDD2(10) -- 4.1 5.0 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 90 Mbps IDD1(90) -- 57 82 45 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 90 Mbps IDD2(90) -- 31 43 45 MHz 逻辑信号频率. mA

CBMuD1402 四通道总电源

电流

VDD1 电源电流，直流 2Mbps IDD1(Q),IDD2(

Q)

-- 1.5 2.1 直流 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 10 Mbps IDD1(10),IDD2 -- 5.6 7.0 5 MHz 逻辑信号频率. mA
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(10)

VDD1 电源电流, 90 Mbps IDD1(90),IDD2

(90)

-- 44 62 45 MHz 逻辑信号频率. mA

所有模式

输入电流 IIA, IIB, IIC,

IID, IE1, IE2

-10 +0.01 +10 0 V ≤ VIA, VIB, VIC, VID ≤ VDD1 or

VDD2, 0 V ≤ VE1, VE2 ≤ VDD1 or VDD2

μA

逻辑高输入阈值电压 VIH, VEH 2.0 -- -- V

逻辑低输入阈值电压 VIL, VEL -- -- 0.8 V

逻辑高输出电压

VOAH,VOBH,

VOCH,VODH

(VDD1

or

VDD2)

− 0.1

5.0 -- IOx = −20 μA, VIx = VIxH V

VIL, VEL (VDD1

or

VDD2)

− 0.4

4.8 -- IOx = −3.2mA, VIx = VIxH V

逻辑低输出电压 VOAL,VOBL,

VOCL,VODL

-- 0.0 0.1 IOx = 20 μA, VIx = VIxL V

-- 0.04 0.1 IOx = 400μA, VIx = VIxL V

-- 0.2 0.4 IOx = 3.2mA, VIx = VIxL V

开关特性 CBMuD1400A/CBMuD1401A/CBMuD1402A

最小脉冲宽度 PW -- -- 1000 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

最大数据速率 -- 1 -- -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 Mbps

传播延迟时间 tPHL, tPLH 50 70 100 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

脉宽失真, |tPLH − tPHL| PWD -- -- 40 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

Change vs. Temperature -- 11 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ps/℃

延迟差异时间 tPSK -- -- 50 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间 tPSKCD/tPSK

OD

-- -- 50 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

CBMuD1400B/CBMuD1401B/CBMuD1402B

最小脉冲宽度 PW -- -- 100 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

最大数据速率 -- 10 -- -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 Mbps

传播延迟时间 tPHL, tPLH 15 35 50 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns
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脉宽失真, |tPLH − tPHL| PWD -- -- 3 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

Change vs. Temperature -- 5 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ps/℃

延迟差异时间 tPSK -- -- 22 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，双向 tPSKCD -- -- 3 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，反向 tPSKOD -- -- 6 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

CBMuD1400C/CBMuD1401C/CBMuD1402C

最小脉冲宽度 PW -- 8.3 11.1 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

最大数据速率 -- 90 120 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 Mbps

传播延迟时间 tPHL, tPLH 20 30 40 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

脉宽失真, |tPLH − tPHL| PWD -- 0.5 2 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

Change vs. Temperature -- 3 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ps/℃

延迟差异时间 tPSK -- -- 14 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，双向 tPSKCD -- -- 2 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，反向 tPSKOD -- -- 5 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

所有模式

输出禁用传播延迟（高/低到

高阻抗）

tPHZ,tPLH -- 6 8 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

输出启用传播延迟（高阻抗到

高/低）

tPZH,tPZL -- 6 8 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

输出上升/下降时间（10%至

90%）

tR/tF

5 V/3 V 工作 -- 3.0 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

3 V/5 V 工作 -- 2.5 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

逻辑高输出时的共模瞬态抗

扰度

|CMH| 25 35 -- VIX= VDD1 or VDD2, VCM = 1000 V, 瞬态

幅值=800 V

kv/μs

逻辑低输出时的共模瞬态抗

扰度

|CML| 25 35 -- VIX = 0 V, VCM = 1000 V, 瞬态幅值

=800 V

kv/μs

刷新率 fr



- 11 -

CBMuD1400/CBMuD1401/CBMuD1402
操作手册

www.corebai.com专 芯 发 展 • 用 芯 服 务 • 创 芯 未 来

5 V/3 V 工作 -- 1.2 -- Mbps

3 V/5 V 工作 -- 1.1 -- Mbps

每个通道的输入动态电源电

流

IDDI(D)

5 V/3 V 工作 -- 0.19 -- mA/

Mbps

3 V/5 V 工作 -- 0.10 -- mA/

Mbps

每个通道的输出动态电源电

流

IDDO(D)

5 V/3 V 工作 -- 0.03 -- mA/

Mbps

3 V/5 V 工作 -- 0.05 -- mA/

Mbps

除非另有说明，2.7 V ≤ VDD1 ≤ 3.6 V, 2.7 V ≤ VDD2 ≤ 3.6 V；所有典型规格均为 TA=25°C、

VDD1=VDD2=3V。

Table 4.

参数 符号
TA=+25℃

测试条件 单位
最小值 典型值 最大值

直流规格

每个通道的输入静态电流 IDDI (Q) -- 0.26 0.31 mA

每个通道的输出静态电流 IDDO(Q) -- 0.11 0.14 mA

CBMuD1400 四通道总电源

电流

VDD1 电源电流，直流 2 Mbps IDD1(Q) -- 1.2 1.9 DC to 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流，直流 2 Mbps IDD2(Q) -- 0.5 0.9 DC to 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 10 Mbps IDD1(10) -- 4.5 6.5 5 MHz 逻辑信号频率. mA
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VDD2 电源电流, 10 Mbps IDD2(10) -- 1.4 2.0 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 90 Mbps IDD1(90) -- 37 65 45 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 90 Mbps IDD2(90) -- 11 15 45 MHz 逻辑信号频率. mA

CBMuD1401 四通道总电源

电流

VDD1 电源电流，直流 2Mbps IDD1(Q) -- 1.0 1.6 DC to 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流，直流 2Mbps IDD2(Q) -- 0.7 1.2 DC to 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 10 Mbps IDD1(10) -- 3.7 5.4 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 10 Mbps IDD2(10) -- 2.2 3.0 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 90 Mbps IDD1(90) -- 30 52 45 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD2 电源电流, 90 Mbps IDD2(90) -- 18 27 45 MHz 逻辑信号频率. mA

CBMuD1402 四通道总电源

电流

VDD1 电源电流，直流 2Mbps IDD1(Q),IDD2(

Q)

-- 0.9 1.5 DC to 1 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 10 Mbps IDD1(10),IDD2

(10)

-- 3.0 4.2 5 MHz 逻辑信号频率. mA

VDD1 电源电流, 90 Mbps IDD1(90),IDD2

(90)

-- 24 39 45 MHz 逻辑信号频率. mA

所有模式

输入电流 IIA, IIB, IIC,

IID, IE1, IE2

-10 +0.01 +10 0 V ≤ VIA, VIB, VIC, VID ≤ VDD1 or

VDD2, 0 V ≤ VE1, VE2 ≤ VDD1 or VDD2

μA

逻辑高输入阈值电压 VIH, VEH 1.6 -- -- V

逻辑低输入阈值电压 VIL, VEL -- -- 0.4 V

逻辑高输出电压

VOAH,VOBH,

VOCH,VODH

(VDD1

or

VDD2)

− 0.1

3.0 -- IOx = −20 μA, VIx = VIxH V

VIL, VEL (VDD1

or

VDD2)

− 0.4

2.8 -- IOx = −3.2mA, VIx = VIxH V
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逻辑低输出电压 VOAL,VOBL,

VOCL,VODL

-- 0.0 0.1 IOx = 20 μA, VIx = VIxL V

-- 0.04 0.1 IOx = 400μA, VIx = VIxL V

-- 0.2 0.4 IOx = 3.2mA, VIx = VIxL V

开关特性 CBMuD1400A/CBMuD1401A/CBMuD1402A

最小脉冲宽度 PW -- -- 1000 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

最大数据速率 -- 1 -- -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 Mbps

传播延迟时间 tPHL, tPLH 50 75 100 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

脉宽失真, |tPLH − tPHL| PWD -- -- 40 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

Change vs. Temperature -- 11 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ps/℃

延迟差异时间 tPSK -- -- 50 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间 tPSKCD/tPSK

OD

-- -- 50 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

CBMuD1400B/CBMuD1401B/CBMuD1402B

最小脉冲宽度 PW -- -- 100 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

最大数据速率 -- 10 -- -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 Mbps

传播延迟时间 tPHL, tPLH 20 38 50 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

脉宽失真, |tPLH − tPHL| PWD -- -- 3 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

Change vs. Temperature -- 5 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ps/℃

延迟差异时间 tPSK -- -- 22 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，双向 tPSKCD -- -- 3 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，反向 tPSKOD -- -- 6 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

CBMuD1400C/CBMuD1401C/CBMuD1402C

最小脉冲宽度 PW -- 8.3 11.1 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

最大数据速率 -- 90 120 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 Mbps

传播延迟时间 tPHL, tPLH 20 34 45 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

脉宽失真, |tPLH − tPHL| PWD -- 0.5 2 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

Change vs. Temperature -- 3 -- CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ps/℃

延迟差异时间 tPSK -- -- 16 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，双向 tPSKCD -- -- 2 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

通道间匹配时间，反向 tPSKOD -- -- 5 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

所有模式
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输出禁用传播延迟（高/低到

高阻抗）

tPHZ,tPLH -- 6 8 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

输出启用传播延迟（高阻抗到

高/低）

tPZH,tPZL -- 6 8 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

输出上升/下降时间（10%至

90%）

tR/tF 3 CL = 15 pF, CMOS 信号电平 ns

逻辑高输出时的共模瞬态抗

扰度

|CMH| 25 35 -- VIX= VDD1 or VDD2, VCM = 1000 V, 瞬态

幅值=800 V

kv/μs

逻辑低输出时的共模瞬态抗

扰度

|CML| 25 35 -- VIX = 0 V, VCM = 1000 V, 瞬态幅值

=800 V

kv/μs

刷新率 fr -- 1.1 --

每个通道的输入动态电源电

流

IDDI(D) -- 0.10 -- mA/

Mbps

每个通道的输出动态电源电

流

IDDO(D) -- 0.03 -- mA/

Mbps
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典型特性

图 5.每个通道的典型输入电源电流与数据速率的关系 图 6. 每个通道的典型输出电流与数据速率的关系（无输出负载）

图 7. 每个通道的典型输出电流与数据速率的关系 图 8.典型的 CBMuD1400 VDD1 电源电流与数据速率的关系

(15 pF 输出负载)
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图 9. 典型 CBMuD1400 VDD2 电源电流与数据速率的关系 图 10.典型的 CBMuD1401 VDD1 电源电流与数据速率的关系

图 11. 典型 CBMuD1401 VDD2 电源电流与数据速率的关系 图 12. 典型 CBMuD1402VDD1 或 VDD2 电源电流

与数据速率的关系

图 13. 传播延迟时间与温度的关系
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封装尺寸及结构

WSOP-16

图 11 . WSOP16 封装外形图
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包装/订购信息

产品型号 温度范围 产品封装 丝印 包装数量

CBMuD1400HAS16 -40℃~105℃ WSOP-16 CBMuD1400H 编带和卷盘,每卷 2500

CBMuD1400LAS16 -40℃~105℃ WSOP-16 CBMuD1400L 编带和卷盘,每卷 2500

CBMuD1401HAS16 -40℃~105℃ WSOP-16 CBMuD1401H 编带和卷盘,每卷 2500

CBMuD1401LAS16 -40℃~105℃ WSOP-16 CBMuD1401L 编带和卷盘,每卷 2500

CBMuD1402HAS16 -40℃~105℃ WSOP-16 CBMuD1402H 编带和卷盘,每卷 2500

CBMuD1402LAS16 -40℃~105℃ WSOP-16 CBMuD1402L 编带和卷盘,每卷 2500


